
1.  

· 为了使安培环路定理在非稳恒的情况下普遍适用，引入位移电流，将电流的类别扩大 
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  一平板电容器两极板面积为S，极板间距为d，两极板与一电压
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穿过电容器的位移电流密度为            ，位移电流的大小为              . 
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1.  

  电磁波是横波，传播的是电场E和磁场H，两者垂直，传播方向恒为 E H，速度为光速 0 0
1 /c μ ε=  

2. S  

  ·  S：电磁波的能流密度（单位时间通过垂直于传播方向的单位面积的能量） 

  ·  矢量形式： = S E H  （坡印亭矢量） 

  图中表示一正在充电的平行板电容器。电容器圆形极板的半径为R，极板间

距离为d。试计算电容器界面处的能流密度，并通过能流密度计算单位时间

内进入电容器内部的总能量。 

   由全电流的安培环路定理，半径R处的磁场强度 d d
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· 通过第 10章的知识，由U、E等参数求出D，再通过定义式求出 dj ，进而求出 dI  


